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【はじめに】 これまで我々は，高純度 Fe(5N)と n-Siウエハーをターゲットとした RFマグネト

ロンスパッタリング法により，低電子密度(約 1016 cm-3)の n型 β-FeSi2多結晶薄膜(無添加試料)を

作製してきた．また，Ｂ添加 p+-Siウエハーを用いることで正孔密度が約 1017 cm-3の p型 β-FeSi2

多結晶薄膜の作製にも成功している．これまで，これら試料での電気特性評価を行い，伝導機構

および p型試料のアクセプター準位について報告[1]してきたが，その光学特性については調べら

れていない．そこで，本研究では無添加および B添加試料においてフォトルミネッセンス(PL)測

定を行い，1.5 μm帯の発光強度が B 添加量に依存することを見出したので報告する． 

【実験方法】 スパッタリング法により約 200 nmの Fe, Siアモルファス層(Fe : Si = 1 : 2)を室温で

高抵抗 FZ-Si基板上に堆積した．無添加試料では n-Si (P : 1014−1015 cm-3)，低濃度 B添加試料では

p-Si (B : 1016−1017 cm-3)，高度濃度 B 添加試料では p+-Si (B : 1019−1020 cm-3)ウエハーを Siターゲッ

トに用いた．B添加 β-FeSi2多結晶薄膜の SIMS分析の結果，Siターゲットとほぼ同量のBが β-FeSi2

膜中に添加されることが確認されている．室温堆積後，真空中 800 °C，32 hの熱処理によりシリ

サイド成長を行った．PL測定は Nd:YAG レーザーの第 2高調波(532 nm)で励起し，Ge-PINディテ

クターで検出した． 

【結果】 Fig. 1 に 12 Kで測定した各試料の PLスペクトルを示す．無添加試料では，発光強度

は弱いが 0.804 eV をピークとする PLが観測された．この発光エネルギーはこれまで報告[2]され

ている A-band (0.803 eV)とほぼ一致し，β-FeSi2のバンド間遷移発光と考えられる．B 添加試料で

は明らかにこの A-band発光の強度が増大しており，B 添加濃度の増加に伴い発光強度が強くなる

ことが明らかとなった．また，高濃度 B 添加試料では PLスペクトル形状の非対称性が確認され，

低エネルギー側に A-band とは異なるピークが混在している．β-FeSi2 では欠陥由来発光とされる

C-band が 0.766 eVに存在すると報告[2]されている．よって，B添加 β-FeSi2多結晶薄膜ではバン

ドギャップ中に欠陥準位が形成されており，その

準位を介したC-band発光が顕著に出現していると

考えられる． 

電気特性評価では，無添加試料(n型)では56 meV, 

118 meV のドナー準位，高濃度 B 添加試料(p 型)

では 10, 245 meV のアクセプター準位が形成され

ることが明らかとなっている．B 添加試料におけ

る発光強度の増大は，B 添加によって形成された

浅いアクセプター準位が関与しており，束縛励起

子の形成により発光強度が増大した可能性がある．

当日は Si 中に埋め込んだ B 添加 β-FeSi2の発光特

性もあわせて報告する． 
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Fig. 1 PL spectra of high B-doped, low B-doped and 
undoped β-FeSi2 polycrystalline films at 12 K. 
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